
































专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 US20180198056A1 公开(公告)日 2018-07-12

申请号 US15/862331 申请日 2018-01-04

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 KIM YOUNG IL
SONG JONG KEUN
JEON TAE HO
CHOI MIN SEOG

发明人 KIM, YOUNG-IL
SONG, JONG-KEUN
JEON, TAE-HO
CHOI, MIN-SEOG

IPC分类号 H01L41/27 B06B1/06 G10K11/18 A61B8/00 G01N29/24

CPC分类号 H01L41/27 B06B1/06 G10K11/18 A61B8/4494 G01N29/2406 B06B1/0607 B06B1/0622 A61B8/4477

优先权 1020170004166 2017-01-11 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种超声波探头及其制造方法。该方法包括：通过从包括第一硅晶
片和第一绝缘层的第一基板去除第一绝缘层和第一硅晶片的区域来形成
多个凹槽;将包括第二硅晶片，第二绝缘层和硅薄层的第二基板接合到第
一基板，使得多个凹槽变成多个腔;从第二基板上移除第二硅晶片;在与所
述多个腔对应的第二绝缘层的区域上形成换能器单元;通过切割第一基
板，硅薄层和第二绝缘层形成多个单元基板。
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